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１．概要（Summary） 

テラヘルツ波パルス列により、高効率かつ高選択的な

エネルギー注入技術が創出される可能性がある。その原

理実証のため、ナノハブ拠点保有の Cr4+:Forsterite レ

ーザーを用いたテラヘルツ波パルス発生技術の確立を目

的として実験を行っている。今回もテラヘルツ波パルスの

波形計測及び発生特性把握を目指して実験を継続した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

赤外フェムト秒レーザー加工装置 

【実験方法】 

波形計測のための EO サンプリングの手法として前回

までの偏光面回転角ではなくプローブ光集光度の遅延時

間依存性を用いた（Fig.1）。具体的には非集光のプロー

ブ光の中心部にコア径105mのファイバーを設置し光の

強度を測定した。また、光検出器の帯域を 200MHz から

1.2GHzのものに交換した。ショット間のばらつきの影響を

低減するための参照信号としてディレイライン通過後のプ

ローブ光強度を測定した。テラヘルツ波パルスとプローブ

パルス間の遅延時間を変化させながら差分信号を測定す

ることによりテラヘルツ波パルスの電場波形を取得した。

今回の測定では、有機結晶で発生した直後に 0 回または

2 回内部反射したテラヘルツ波パルスに対して波形計測

を試みた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

広帯域の光検出器に変更したことにより S/N 比は大幅

に向上した（Fig. 2）。2回内部反射したテラヘルツ波の波

形はこれまでと類似の特徴であったが反射なしの成分

（最初のピーク）は異なる波形になった。偏光面の測定で

はないため SHG など他の非線形プロセスによる光が混

入している可能性があり今後検討する必要がある。 
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Fig. 2. Typical EO sampling signal obtained by 

90-µJ pumping.  The first bunch arises from 

THz wave without internal reflection and the 

second from double reflections. 

 

Fig. 1. Schematic layout for EO sampling with 

beam focusing effect. 


